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Integrierte Schaltung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung 
mit wenigstens zwei Schaltungsteilen, die auf einem gemeinsa- 
men Halbleitersubstrat gebildet sind und jeweils uber eigene 
Versorgungsspannungsnetze verfugen, die jeweils eigene Bond- 
flecken zum Einspeisen einer von auEen zugefuhrten Versor- 
gungsspannung aufweisen. Derartige getrennte Versorgungsspan- 
nungsnetze konnen z.B. aus EMV-Grunden erforderlich sein. Bei 
den iiblichen Technologien fur hochintegrierte Schaltungen ist 
das Halbleitersubstrat p- lei tend und mit Versorgungsknoten der 
zwei Schaltungsteile, die das niedrigste Potential „Vss xx unter 
den angelegten Potentialen fuhren, durch Substratkontakte ver- 
bunden, so dass die Vss-Potentiale der zwei Schaltungsteile 
durch einen Substratwiderstand verkoppelt sind. 

Meist wird es eine oder mehrere Verbindungen in Form von Sig- 
nalleitungen zwischen zwei Schaltungsteilen geben. Die an sich 
gewiinschte Trennung der Versorgungsspannungsnetze der einzel- 
nen Schaltungsteile kann zu Problemen bei Uberspannungen (EOS, 
Electrical Overstress) , insbesondere bei statischen Entladun- 
gen (ESD , Electrostatic Discharge) fuhren, da die Versorgungs- 
spannungsnetze der einzelnen Schaltungsteile kleiner an Flache 
sind und eine geringere Zahl von Bauelementen versorgen als 
ein entsprechendes, die gesamte integrierte Schaltung erf as - 
sendes Netz und sie daher empf indlicher auf Schaltvorgange 
einzelner Bauelemente reagieren, und Dif f erenzspannungen von 
einem Schaltungsteil zum anderen uber die Signalleitungen ii- 
bertragen werden und empfindliche Schaltungsteile- wie z.B. 
Gate-Oxid-Schichten erreichen konnen, die durch diese Spannun- 
gen zerstort werden konnen . 
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Es ist daher Stand der Technik,die Versorgungsspannungsnet ze 
mehrerer auf einem gemeinsamen Halbleitersubstrat integrierter 
Schaltungsteile durch Koppelschaltungen wie in Fig. 1 darge- 
5 stellt zu verkoppeln. Fig. 1 zeigt schematisch eine integrier- 
te Schaltung mit Schaltungsteilen 1, 2, die mit Versorgungspo- 
tentialen Vccl, Vssl bzw. Vcc2, Vss2 iiber Bondflecken 5 ver- 
sorgt werden, wobei unter normalen Betriebsbedingungen 
Vccl=Vcc2 und Vssl=Vss2 gilt. Koppelschaltungen 3, 4 zwischen 

10 den Versorgungspotentialen Vccl und Vcc2 bzw. Vssl und Vss2 
sind jeweils durch antiparallele Schaltungen von zwei pnp- 

r JTransistoren 6 gebildet. Wenn eine Uberspannung die Versor- 

T 1 ^ gungsspannungsnetze der Schaltungsteile 1, 2 gegeneinander 

verzieht, so erfolgt ein Spannungsausgleich iiber die Transis- 

15 toren 6, wobei ein Teil des Stroms vom Emitter zur Basis und 
der Rest weiter zum Kollektor weiter flieSt. 

Die pnp-Transistoren 6 haben jeweils das Halbleitersubstrat 
als Kollektor, eine in dem Substrat gebildete, n-dotierte Wan- 

20 ne als Basis und ein p + -Gebiet innerhalb der Wanne als Emitter. 
Ein solcher Aufbau bewirkt, dass wenn bei einer Uberspannung 
einer der Transistoren 6 eine der Koppelschaltungen 3 oder 4 
a off net, zwar ein Teil des Ausgleichs stroms (vom Emitter zur 
Basis) von einem Versorgungsnetz in das andere flieSen wird, 

25 unausweichlich jedoch auch ein Teil direkt vom Emitter in das 
Substrat, das den Kollektor darstellt . 



Diese herkommlichen Koppelschaltungen belegen eine erhebliche 
Substratf lache, zum einen weil von den Koppelschaltungen, von 

30 denen pro auszugleichende Versorgungsspannung jeweils eine be- 
notigt wird, jede zwei Transistoren 6 aufweist, zum anderen, 
weil am Stromfluss durch die Transistoren 6 im wesentlichen 
Locher beteiligt sind, deren Beweglichkeit geringer ist als 
die von Elektronen und die daher bei vorgegebenen Dotierungs- 

35 konzentrationen vergleichsweise grofie Flachenausdehnungen der 



Dotierungszonen benotigen, urn einen fur eine wirksame Kopplung 
ausreichenden niedrigen Durchgangswiderstand der Transistoren 
zu erzielen. 

Aufgabe der Erfindung ist, eine integrierte Schaltung mit we- 
nigstens zwei Schaltungsteilen und getrennten Versorgungsspan- 
nungsnetzen fur die verschiedenen Schaltungsteile anzugeben, 
die eine einfach strukturierte Koppel schaltung mit geringem 
Flachenbedarf zwischen den Versorgungsspannungsnet zen auf- 
weist . 

Die Aufgabe wird gelost durch eine integrierte Schaltung mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 . 

Vorzugsweise ist bei einer solchen Schaltung die Basis des 
Transistors durch das Substrat selbst, genauer gesagt durch 
eine an Kollektor- • und Emitter-Dotierungszonen des Transistors 
angrenzende Region des Substrats gebildet, und der Widerstand 
zwischen der Basis und den durch die Koppel schaltung gekoppel- 
ten Potentialen der zwei Netze ist der intrinsische Widerstand 
des Substrats zwischen dessen die Basis bildenden Region und 
jeweils einer Kontaktdotierungszone, die mit dem Kollektor 
bzw. dem Emitter durch eine auf das Substrat aufgebrachte Me- 
tallisierung leitend verbunden ist. 

Um ein identisches Koppelverhalten des Transistors in beide 
Richtungen zu erzielen, sind dessen Kollektor und Emitter vor- 
zugsweise vollig symmetrisch auf gebaut , so dass man auch von 
einem Transistor mit doppelten Emitter sprechen konnte . 

Im Prinzip kann die Koppel schaltung gemaS der Erfindung mit 
einem einzigen Transistor realisiert werden, dessen Abmessun- 
gen festgelegt sind durch den gewiinschten Durchgangswider- 
stand. Eine groSere Gestaltungsf reiheit hinsichtlich der Un- 
terbringung der Koppel schaltung auf einer Substratoberf lache 
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ohne erhohten Flachenbedarf ergibt sich jedoch bei Verwendung 
mehrerer Transistoren . Diese konnen grundsat zlich unabhangig 
voneinander auf der Substratoberf lache verteilt werden. 



5 Eine besonders plat zsparende Ausgestaltung resultiert, wenn 
die Transistoren durch eine Mehrzahl von Dotierungszonen des 
zweiten Leitf ahigkeitstyps gebildet sind, die abwechselnd mit 
dem einen und dem anderen der zwei Versorgungspotent iale ver- 
bunden sind. Wenn namlich eine mit dem Versorgungspotential 

10 des ersten Schaltungsteils verbundene Dot ie rungs zone an zwei 

Seiten - jeweils mit einer dazwischenliegenden, die natiirliche 
s- Dotierung des Substrats aufweisenden Basiszone - von mit dem 

X* Versorgungspotential des zweiten Schaltungsteils verbundenen 
Dotierungszonen umgeben ist, so entspricht eine solche Anord- 

15 nung zwei parallelen Transistoren. Der Oberf lachenbedarf fur 
zwei Transistoren ist bei einer solchen Anordnung also deut- 
lich weniger als das Doppelte des Platzbedarfs von zwei Ein- 
zeltransistoren, und die Plat zersparnis lasst sich noch stei- 
gern, wenn mehr als zwei Transistoren durch eine entsprechende 

20 alternierende Anordnung von mit den zwei Versorgungspotent ia- 
len verbundenen Dotierungszonen gebildet werden. 

- . Um ein identisches Verhalten aller dieser Transistoren zu er- 

reichen,. sollten deren Dotierungszonen zweckmaSigerweise in 
25 einer Reihe aquidistant angeordnet sein. 



Die Kontaktdotierungszonen sind vorzugsweise an den Enden der 
Reihe angeordnet . Es geniigen somit zwei Kontaktdotierungszonen 
fur eine Mehrzahl von Transistoren, wodurch sich wiederum eine 
30 Flacheneinsparung ergibt . 

Vorzugsweise ist bei einer solchen Reihenanordnung von Kon- 
taktdotierungszonen und von Emitter bildenden Dotierungszonen 
jede einen Emitter bildende Dotierungszone , die einer Kontakt- 
35 dotierungszone unmittelbar benachbart ist, mit dieser metal- 



lisch lei tend verbunden. Diese Anordnung reduziert im Falle 
eines Uberspannungsimpulses die Gefahr eines Durchschlags von 
einer mit dem ersten Schaltungsteil verbundenen Kontaktdotie- 
rungszone zu einer mit dem zweiten Schaltungsteil verbundenen 
einen Emitter bildenden Dot ierungszone . 

Um eine moglichst perfekte Symmetrie der Koppelschaltung und 
damit ein gleiches Koppelverhalten in beiden Richtungen zu er- 
zielen, muss die Zahl der die Emitter bildenden Dotierungszo- 
nen des zweiten Leitf ahigkei t styps gerade sein. Vorzugsweise 
betragt diese Zahl der Dot ie rungs zonen 4, was einer Parallel - 
schaltung von drei Transistoren entspricht. 

Um eine unerwunscht starke Wechselwirkung zwischen den Tran- 
sistoren der Koppelschaltung und den Schaltungsteilen zu ver- 
meiden, ist es zweckmaSig, wenn der wenigstens eine Transistor 
der Koppelschaltung von einer Abschirmdotierungszone des zwei- 
ten Leitf ahigkeitstyps umgeben ist. Eine solche Abschirmdotie- 
rungszone ist zweckmaSigerweise in Sperrrichtung vorgespannt, 
so dass sich zwischen ihr und dem Substrat eine Sperrschicht 
ausbildet . 

Vorzugsweise verlauft die Abschirmdotierungszone ringformig 
entlang der Oberflache des Substrats. Sie unterbindet somit 
nicht jeglichen Stromfluss von dem wenigstens einen Transistor 
der Koppelschaltung durch das Substrat zu den Schaltungstei- 
len, sondern sie zwingt die Ladungstrager zu einem Umweg in 
die Tiefe des Substrats, wodurch sich deren Weg und damit der 
effektive Widerstand des Substrats zwischen den Transistoren 
der Koppelschaltung und den Schaltungsteilen erhoht . 

Die Kontaktdotierungs zonen der Koppelschaltung sind vorzugs- 
weise von der Abschirmdotierungszone umgeben. 



Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus 
der nachf olgenden Beschreibung von Au s f uhrung she ispielen unter 
Bezugnahme auf die beigefiigten Figuren. Es zeigen: 
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Fig. 1 bereits behandelt, 

ein schematisches Schaltbild einer integrierten 
Schaltung mit iiber jeweils eigene Versorgungsspan- 
nungsnetze verfiigenden Schaltungsteilen nach dem 
Stand der Technik; 

Fig. 2 ein schematisches Schaltbild einer Koppel schaltung 
gemaS der vorliegenden Erfindung; 



Fig. 3 die St rom- Spannungs - Kennl inie der Koppel schaltung aus 
Fig. 2; 

Fig. 4 ein Beispiel fur eine Oberf lachenstruktur einer Kop- 
pelschaltung gemaS der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 5 ein Ersat zschaltbild der Oberf lachenstruktur aus Fig. 
4; 

Fig. 6 eine Abwandlung der Oberf lachenstruktur aus Fig. 4; 

Fig. 7 eine Weiterentwicklung der Oberf lachenstruktur aus 
Fig. 6 und 

Fig. 8 einen Schnitt durch die Struktur der Fig. 7 der Ober- 
f lachenstruktur aus Fig . 6 ; 

Fig. 9 eine zweite Weiterentwicklung der Oberf lachenstruk- 
tur . 



Die in Fig. 2 gezeigte Koppel schaltung ist vorgesehen, urn die 
herkommliche Koppel schaltung 4 der integrierten Schaltung aus 
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Fig. 1 zu ersetzen. Ein npn-Transistor 11, dessen Geometrie 
und Dotierungen vollig symmetrisch sind und der deshalb mit 
zwei Emittern dargestellt ist, ist iiber den einen Emitter mit 
Vssl und iiber den anderen mit Vss2 verbunden. Die beiden Ver- 
5 sorgungspotentiale Vssl, Vss2 sind jeweils iiber identische Wi- 
derstande 12 mit der Basis des Transistors 11 verbunden. 



Fig. 3 zeigt die Strom- Spannungskennlinie der Koppelschaltung 
aus Fig. 2. Bei kleinen Differenzen zwischen den zwei Versor- 
10 gungspotentialen ist das Verhalten rein resistiv und durch die 
Widerstande 12 bestimmt; bei zunehmenden Spannungen setzt die 
f Aktivitat des Transistors 11 ein, und der durch die Koppel- 

schaltung flieSende Ausgleichsstrom I nimmt mehr als linear 
mit der Spannung V zu. 

15 

Fig. 4 zeigt ein erstes Beispiel fiir ein praktisches Layout 
einer Koppelschaltung gemaS der Erfindung. Auf einem p~-do- 
tierten Halbleitersubstrat sind in einer Reihe nebeneinander- 
liegend sechs Dotierungszonen 14 bisl9 gebildet, von denen die 
20 zwei zuauSerst liegenden p + -dotiert sind und als Kontaktdot ie- 
rungszonen 14, 19 bezeichnet werden und die dazwischen liegen- 
den sog. Emitterdotierungszonen 15 bis 18 n + -dotiert sind. O- 
berf lachenmetallisierungen der Dotierungszonen 14, 16, 18 sind 
mit Vssl, solche der Dotierungszonen 15, 17, 19 mit Vss2 ver- 
25 bunden. Zwischen den Emitterdotierungszonen 15 bis 18 liegende 
Oberf lachenstreif en 20, 21, 22 des Substrats 13 weisen dessen 
urspriingliche p~-Dotierung in nicht durch die Erzeugung der Do- 
tierungszonen 14 bis 19 veranderter Dotierungskonzentrat ion 
auf. Diese Oberf lachenstreif en 20, 21 oder 22 fungieren je- 
30 weils als Basis eines symmetrischen Transistors, dessen zwei 

Emitter durch die zwei an den betreffenden Oberf lachenstreif en 
20 angrenzenden Emitterdotierungszonen gebildet sind. Im Falle 
einer Spannungsdif f erenz zwischen Vssl und Vss2 ermoglichen 
die Kontaktdotierungszonen 14, 19 einen Stromfluss durch das 
35 Substrat 13 von einer Kontaktdot ierungs zone 14, 19 zur ande- 
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ren. Dieser Stromfluss bestimmt die jeweils im Bereich der 
einzelnen Oberf lachenstreif en 20, 21, 22 wirksamen elektri- 
schen Potentiale. Dem Layout der Fig. 4 entspricht daher das 
in Fig. 5 gezeigte Ersat zschaltbild . Hier erkennt man deut- 
5 lich, dass die zwei mittleren Emitterdotierungszonen 16, 17 

des Layouts aus Fig. 4 jeweils Emittern von zwei symmetrischen 
npn-Transistoren Tl, T2 bzw. T2 , T3 entsprechen, deren Basen 
jeweils durch die Oberf lachenstreif en 20, 21, 22 gebildet 
sind. Widerstande R zwischen der Kontaktdotierungszone 14, den 
10 Basen der Transistoren und der Kontaktdotierungszone 19 resul- 
tieren aus der geringen intrinsischen Leit f ahigkeit des 
vschwach dotierten Substrats 13. 



Fig. 6 zeigt eine zweite Ausgestaltung eines Layouts einer 

15 Koppelschaltung . Sie unterscheidet sich von dem in Fig. 4 ge- 
zeigten Layout dadurch, dass die mit Vssl bzw. Vss2 verbunde- 
nen Emitterzonen vertauscht sind, so dass die jeweils benach- 
barten Dotierungszonen 14 und 15 bzw. 18 und 19 jeweils uber 
eine Metallisierung parallelgeschaltet sind. Da auf diese Wei- 

20 se der Abstand zwischen den Kont akt imp 1 ant a t i ons zonen 14 bzw. 
19 und den nachst benachbarten, mit der jeweils anderen Ver- 
sorgungsspannung verbundenen Emitterdotierungszonen 16, 17 ge- 
genuber dem Layout aus Fig. 4 vergroSert ist und entsprechend 
auch der Substratwiderstand entsprechend vergroSert ist, ist 

25 die Gefahr, dass ein Uberspannungsimpuls einen Durchbruch an 
einer pn-Grenzschicht der Emitterdotierungszonen hervorruft, 
verringert . D.h., die Spannungsf estigkeit ist bei gleichblei- 
benden Dimensionierung und Anordnung der Dotierungszonen ge- 
gemiber dem Layout aus Fig. 4 verbessert, oder die Breite der 

30 Oberf lachenstreif en zwischen den Kont aktdotierungs zonen 14, 19 
und den ihnen benachbarten Emitterdotierungszonen 15 bzw. 18 
kann bei gleichbleibender Spannungsf est igkeit vermindert wer- 
den, wodurch sich der Platzbedarf der Koppelschaltung weiter 
verringert . 
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Fig. 7 zeigt eine weiterentwickelte Ausgestal tung des Layouts 
aus Fig. 6. Da die durch die Oberf lachenstreif en 20 bis 22 und 
die ihnen benachbarten Emitterdotierungszonen 15 bis 18 gebil- 
deten Transistoren unvermeidlich mit dem Substrat 13 verkop- 
5 pelt sind, wird zur Verringerung von Wechselwirkungen zwischen 
den Transistoren der Koppelschaltung und den Elementen der 
Schaltungsteile 1, 2 eine Abschirmdotierungszone 23 vorgese- 
hen, die durch n-Dotierung mit hoher Eindringtief e in das Sub- 
strat 13 gebildet ist. Die Abschirmdotierungszone 23 ist an 
10 der Oberflache des Substrats 13 auf einer kleinen Quer- 

schnittsf lache stark n-dotiert, urn eine Kontaktzone 25 zu bil- 
\jden, die in leitendem Kontakt mit einer auf der Substratober- 



f lache abgeschiedenen Metallisierung 24 steht . Auf dem iiber- 
wiegenden Teil ihres Querschnitts ist die Abschirmdotierungs- 
15 zone schwach n-dotiert, wie durch die lockere Schraffur ange- 
deutet, mit einer geringeren Dot ierungskonzentrat ion als in 
den ebenfalls n-dotierten Emitterdotierungszonen. Wie der 
Querschnitt der Fig. 8 zeigt, verlangert sich durch die Ab- 
schirmdotierungszone 23 erheblich der Stromweg von den Emit- 
20 terdotierungszonen 15 bis 18 zu benachbarten Elementen der (in 
Fig. 7 nicht gezeigten) Schaltungsteile 1 oder 2. Die Wirkung 
der Abschirmung beruht hier auf einem iiber die Metallisierung 
/ 24 an die Abschirmdotierungszone 23 angelegten positiven Po- 
tential, das zur Ausbildung einer Sperrschicht am pn-Ubergang 
25 zwischen der Abschirmdotierungszone 23 und dem Substrat 13 
f iihrt . 

Fig. 9 zeigt ebenfalls eine weiterentwickelte Ausgestaltung 
des Layouts aus Fig. 6. Die Abschirmdotierungszone 23 umgibt 

30 ringformig die Emitterdotierungszonen 15 bis 18. Im Gegensatz 
zur Ausgestaltung der Fig. 7 ist die Kontaktzone 25 nicht 
ringformig urn die Transistoren der Koppelschaltung herum ange- 
ordnet, sondern sie ist auf zwei Inseln beschrankt, die mit 
jeweils einem der zwei Potentiale Vssl, Vss2 leitend verbunden 

35 sind. 
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Da die Dot ierungskonzentration in der Abschirmdot ierungszone 
23 niedrig gehalten werden kann, kann ihre Lei t f ahigkeit auf 
einem ahnlich niedrigen Wert wie die des Substrats 13 gehalten 
5 werden. 
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Patentanspriiche 

5 1. Integrierte Schaltung mit wenigstens zwei Schaltungsteilen 
(1/ 2), die auf einem Halbleitersubstrat (13) eines ersten 
Leitf ahigkeitstyps gebildet sind und jeweils uber eigene 
Versorgungsspannungsnet ze verfugen, und wenigstens einer 
Koppel schaltung, die gleiche Potentiale (Vssl, Vss2; Vccl, 

10 Vcc2) beider Versorgungsspannungsnet ze in Spannungsspit zen 

abfangender Weise verbindet, dadurch gekennzeichnet, dass 
v die Koppel schaltung wenigstens einen Transistor (Tl, T2 , 

T3) mit einer Basis (20, 21, 22) vom ersten Leitf ahig- 
keitstyp und Kollektor (15, 16, 17, 18) und Emitter (15, 

15 16, 17, 18) eines zweiten Leitf ahigkeitstyps umfasst, des- 

sen Basis jeweils uber einen Widerstand (R) mit den Poten- 
tialen (Vssl, Vss2) der zwei Netze verbunden sind und de- 
ren Kollektor und Emitter direkt mit einem dieser Potenti- 
ale verbunden sind. 

20 

2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Basis (20, 21, 22) des Transistors (Tl, 
T2 , T3) eine Region des Substrats (13) ist, und dass der 
Widerstand (R) der intrinsische Widerstand des Substrats 

25 (13) zwischen der Basis (20, 21, 22) und einer mit dem 

Kollektor bzw. Emitter metallisch verbundenen Kontaktdo- 
tierungszone (14, 19) ist. 

3. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
30 kennzeichnet , dass Kollektor und Emitter des Transistors 

symmetrisch sind. 
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Integrierte Schaltung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Koppel schaltung 
eine Mehrzahl von parallel zwischen die Versorgungspoten- 
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tiale (Vssl, Vss2) geschalteten Transistoren (Tl, T2 , T3) 
umf asst . 

5. Integrierte Schaltung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
5 zeichnet, dass die Transistoren eine Mehrzahl von Dotie- 

rungszonen (15, 16, 17, 18) des zweiten Leit f ahigkeitstyps 
umfassen, die abwechselnd mit dem einen (Vssl) und dem an- 
deren (Vss2) der zwei versorgungspotent iale verbunden 
sind. 
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6. Integrierte Schaltung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Dotierungszonen (15, 16, 17, 18) in ei- 
ner Reihe aquidistant angeordnet sind. 



15 7. Integrierte Schaltung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Dotierungszonen (15, 16, 17, 18) des 
zweiten Leit f ahigkeitstyps quer zur Reihe langgestreckt 
sind. 

20 8. Integrierte Schaltung nach Anspruch 2 und Anspruch 6 oder 
7, dadurch gekennzeichnet , dass die Kontaktdotierungszonen 
(14, 19) an den Enden der Reihe angeordnet sind. 

^ 9. Integrierte Schaltung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
25 zeichnet, dass in der Reihe jede Kontaktdotierungszone 

(14, 19) einer mit ihr metallisch verbundenen Dotierungs- 
zone (15, 18) des zweiten Leitf ahigkeitstyps unmittelbar 
benachbart ist. 

30 10. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 5 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Zahl der Dotierungszonen 
(15, 16, 17, 18) des zweiten Leitf ahigkeitstyps gerade 
ist . 
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Integrierte Schaltung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie vier Dotierungszonen (15, 16, 17, 18) 
des zweiten Leitf ahigkeitstyps aufweist. 

Integrierte Schaltung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet , dass der wenigstens eine 
Transistor von einer Abschirmdotierungszone (23) des zwei- 
ten Leitf ahigkeitstyps umgeben ist. 

Integrierte Schaltung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Abschirmdotierungszone (23) in Sperr- 
richtung vorgespannt ist. 

Integrierte Schaltung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abschirmdotierungszone (23) sich 
ringformig entlang der Oberflache des Substrats (13) er- 
streckt . 

Integrierte Schaltung nach einem der Anspriiche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine stark dotierte Kontakt- 
zone (25) in der Abschirmdotierungszone (23) gebildet ist. 

Integrierte Schaltung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Kontaktzone (25) zwei Inseln umfasst, 
die jeweils mit einem der Potentiale (Vssl, Vss2) der zwei 
Netze leitend verbunden sind. 

Integrierte Schaltung nach einem der Anspriiche 12 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktdotierungszonen 
(14, 19) auf der Abschirmdotierungszone (23) gebildet 
sind. 
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Zusainmenf as sung 

Eine integrierte Schaltung hat wenigstens zwei Schal tungsteile 
(1, 2) , die auf einem Halbleitersubstrat (13) eines ersten 
Leitf ahigkeitstyps gebildet sind und jeweils iiber eigene Ver- 
sorgungsspannungsnetze verfiigen, und wenigstens einer Koppel- 
schaltung, die gleiche Potentiale (Vssl, Vss2 ; Vccl, Vcc2) 
beider Versorgungsspannungsnet ze in Spannungsspit zen abfangen- 
der Weise verbindet . Die Koppel schaltung umfasst wenigstens 
einen Transistor (Tl, T2 , T3) mit einer Basis (20, 21, 22) vom 
ersten Leitf ahigkeitstyp und Kollektor (15, 16, 17, 18) und 
^Emitter (15, 16, 17, 18) eines zweiten Leitf ahigkeitstyps , 
dessen Basis jeweils iiber einen Widerstand (R) mit den Poten- 
tialen (Vssl, Vss2) der zwei Netze verbunden ist und dessen 
Kollektor und Emitter direkt mit einem dieser Potentiale ver- 
bunden sind. 



Fig. 5 



Fig. 1 




Vss1 
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Vss2 




Vss1 



